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面のみ Ge ピークが確認された。さらに Raman 分光測定結果で微粒子特有のブロ
ードなピークが得られたためこの凹凸は Ge 微粒子単層膜と判断された。  
 次に、形成した Ge 微粒子単層膜じょうに酸化膜をスパッタ法により堆積させ






行い Ge 微粒子の酸化膜中への埋め込みを試みた。熱処理による Ge の拡散はなか
ったが、a-Si を酸化して得られた酸化膜の絶縁性が悪くゲートリークが大きくな
り、Ge 微粒子の電子の注入によるフラットバンド電圧の正方向へのシフトを確認
することはできなかった。以上より、本研究により Ge 微粒子の単層化には成功
したが、上部のコントロール酸化膜の改善が必要であることが明らかとなった。
 
 
 
